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Франківськ, 2001. – С. 144. 
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Проводимость в твердом состоянии и каталитическая активность 
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Т. В. Кокшарова, А. А. Птащенко, Н. В. Маслеева, С. В. Фельдман, 

Н. Н. Пастернак, С. А. Стукалов // Теоретическая и  экспериментальная 
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з фізики напівпровідників : тези доп. – Одеса, 2002. – Т. 2. – С. 76. 
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Вплив парів аміаку на поверхневий струм в P-N переходах на основі 

напівпровідників А3В5 / О. О. Птащенко, О. С. Артеменко , Ф. О. Птащенко // 

Журнал фізичних досліджень. – 2003. – Т. 7, № 4. – С. 419-425. 
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GaAs / О. О. Птащенко, О. С. Артеменко, Ф. О. Птащенко // Фізика і 

технологія тонких плівок : матеріали ІХ міжнар. конф. : у 2 т. – Івано-

Франківськ. –  2003. – Т. 1. – С. 169-170. 

 

Кінетика поверхневого струму, пов’язаного з адсорбцією іонів, у P-N 

переходах / О. О. Птащенко, О. С. Артеменко // Фотоелектроніка = 

Photoelectronics. – 2003. – № 12. – С. 47-50.  
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іонів / О. О. Птащенко, Ф. О. Птащенко // Вісник ОНУ. – 2003. – Т. 8, вип. 2 : 

Фізико-математичні науки. – С. 226-233. 
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Вплив парів аміаку на морфологію поверхні і поверхневу рекомбінацію в p-n 

переходах на основі GaAs та GaP / О. С. Артеменко, М. Л. Дмитрук, 

П. М. Литвин, Н. В. Маслєєва, О. О. Птащенко // Сенсорна електроніка і 



мікросистемні технології : Міжнар. наук.-тех. конф. : тези доп. – Одеса, 2004. 
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Вплив поверхневої рекомбінації на розподіл носіїв заряду в p-n переході / 

О. О. Птащенко, Ф. О. Птащенко // Сенсорна електроніка і мікросистемні 

технології : Міжнар. наук.-тех. конф. : тези доп. – Одеса, 2004. – С. 91. 

 

Ефект поля в P-N переході / О. О. Птащенко, Ф. О. Птащенко // ІІ Українська 

наукова конференція з фізики напівпровідників (за участю зарубіжних 

науковців) : тези доп. – Чернівці, 2004. – Т. 2 : Стенд. доп. – С. 305. 

 

Модель газового сенсора на p-n переході / О. О. Птащенко, Ф. О. Птащенко // 

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : Міжнар. наук.-тех. конф. : 

тези доп.. – Одеса, 2004. – С. 86. 
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Формування поверхневого провідного каналу в P-N структурах при адсорбції 

іонів [Текст] / О. О. Птащенко, Ф. О. Птащенко // Вісник ОНУ. – 2003. – 

Фізика;Т. 8, вип. 2, С. 226-233. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1908 
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Клятва Івана Мазепи : дума  / О. О. Птащенко // Літературна Одеса. – 2004. – 

№ 2 (13). – С. 37-40. 

 

Ластівки над містом / О. О. Птащенко // Думська площа. – 2004. – № 33 (440). 
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Вплив парів аміаку на характеристики Р-N переходів на основі 

напівпровідників АІІІВV / О. С. Артеменко, М. Л. Дмитрук, П. М. Литвин, 

Н. В. Маслєєва, О. О. Птащенко // Фізика і технологія тонких плівок : 

матеріали ювілей. Х міжнар. конф. : у 2 т. – Івано-Франківськ : Гостинець, 

2005. – Т. 1. – С. 147-148. 

 

Вплив поверхневого розупорядкованого шару на ефект поля в p-n переходах 

на основі GaAs / О. О. Птащенко, О. С. Артеменко, Ф. О. Птащенко // V 

Міжнар. школа-конф. «Актуальні проблеми фізики напівпровідників» : тези 

доп. – Дрогобич, 2005. – С. 213. 
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Дума про кримський похід повстанців–махновців / О. О. Птащенко // 

Літературна Одеса. – 2005. –  № 2 (17). – С. 105-108. 

 

Лазерні гетероструктури як оптоелектронні сенсори / О. О. Птащенко, 

Ф. О. Птащенко //  Вісник Черкаського державного технологічного 

унституту. – 2005. – № 3. – С. 241-243.   

 

Микола Сльозка: тернистий шлях до театру / О. О. Птащенко // Море. – 2005. 

– № 4 (5). – С. 209-211. 

 

Просторові  характеристики напівпровідникових лазерів зі смужковою 

геометрією / О. О. Птащенко, Ф. О. Птащенко // Всеукраїнський з’їзд «Фізика 

в Україні» : тези доп. – Одеса, 2005. – С. 175. 
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